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環境発電に対する注目が集まる中、廃熱利用が可能な熱電材料デバイスはあらためて注目を集

めており、近年、活発な研究開発が行われている。中でも、ハイブリッド型の熱電デバイスやフ

レキシブル基板への応用を視野に入れて、薄膜を用いた熱電材料デバイスの研究が精力的に行わ

れている。そこで、我々は Mg2Siターゲットを用いて RFスパッタにより薄膜を形成し、その熱電

特性の評価と薄膜の分析を行った。 

石英基板を RFスパッタ装置にセットし、5x10
-3
Paまで真空引きした後、Arガスを導入し、1Pa

の圧力の下、50Wで製膜を行った。基板温度は、室温（RT）、300℃、500℃として、石英基板上に

膜厚 2μｍの Mg2Si薄膜を形成し、XRD及び XPS評価を行った。XRDの結果（図 1）を見ると、基

板温度が RT及び 300℃の薄膜では明確な回折ピークが見られず、アモルファス薄膜になっている

と思われる。一方、基板温度 500℃で形成した薄膜では、Mg2Siと考えられる回折ピークが確認さ

れた。そこで、Arスパッタ前後で XPS測定を行った結果、製膜時の基板温度による大きな違いは

見られなかった。Ar スパッタ前の表面は、Mg が酸化されてほぼ MgO になっており、Ar スパッタ

することで、酸素が減少するが、スパッタ後も 20%程度酸素が残留している。また、Ar スパッタ

により Siが増加するが、ターゲットの組成に比べて Mg が少なく、Mg と Siがほぼ同量の組成と

なっている(図 2)。熱起電力に関しては、基板温度が RTと 500℃のサンプルでは高抵抗で測定出

来なかったが、基板温度 300℃のサンプルでは、明確な回折ピークが見られないアモルファス構

造であるにも関わらず、347μV/K（ｐタイプ）、という大きな値を示すという、興味深い結果が得

られた。 

本講演では、RFスパッタによって製膜した Mg2Si薄膜の熱電特性と薄膜組成及び電子状態との

相関に関して議論する予定である。 
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